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DOCUMENTS ANNEXES

Page CANZ: Schéma Structurel partiel de FP1.
Page CAN3: Documentation des composants:

e 7418123 : 2x Monostables redéclenchables
s 74L504 : 6x Inverseurs.

» T74L505 : 6x Inverseurs a CO.

= T4LS07 : 6x Non Inverseurs buffer 3 CQ,

Page CAN4: Documentation des composants :
« Transistor TIP122/TIP127.

e Radiateur ; WA400-8P

Page CAN5: Documentation des composants :
« Capteur & Fourche, & réflexion et Optocoupleur.
s Capteur Optique OPBT704.
Page CANG : Deccumentation des composants |
e LM339:4 x Comparateurs & CO.
« Diode Electroluminescente MV5054A1.
Page CAN7 : Documentation des compaosants :

= T4LS373.
« T74LS3T7T.
« 745133

Page CAN8: Deocumentation du composant :

« EPROM 2732
« RAM 5517.
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74L5123 : 2 Monostables redéclanchables avec RAL

- 18 @
Sorties A W L 10 N3
—b'\ ar —————
CLR A B Q Q 1CLR {EE N 1Q 04
0 X X o 11 | 1Cext (14
X X 0 0 1 2B = i i
x e (5)
1 T . i A = 2 P 2Q
1 1 Il RN i —
i i ST B N 02
CLR= Clear « Mise a zéro » JRext/Cext (1
X= Etat indifférent.

1 front montant - | front descandant.

Voo
Circuits Rx-Cx _Tw en ns
Pas de limites pour Cx] Rx en K{ - Cx en pF Rx
74123 EKO< Rx < 50KQ | Tw=K.Rx.Cx.(1+0,7/Rx)
74HC123 | 2KQ< Rx < 100K Tw=0,45.Rx.Cx
74HCT123 Cx
T4L5123 SKD< Rx < 260K Tw=K.Rx.Cx i
K=0.25 ) !?i?? Caxt  Rext/Cext
Tw = durée de I'impulsion.
74 LS04 74 LS 05 741807
6 Inverseurs E Inverseurs 6 Mon Inverseurs
3 Collecteur Ouvert (& ) Amplificateur ( &)
a Collecteur Ouvert. (Q)
A (1 2) 1Y 1A (1) 2y 1Y
Ol g 1A_(D [T ok 1 Lo o2l
A (3] p—l 2A  (3) 4y 2y
(3) 1 n(4) 2y 24 (3) p Q:m] 2Y ___.”;_Q )
& 1 aA (5
3A_(S) 1T 4 piB)L 3y 3A_(5) T 7 oh8 3Y E) i 5 QlBL Y
2 . 9
aa_(9) [T KB 4Y 4A_(9) T3 okB) aY W O] . oo (819
sA_(11 5 K(10) 5Y BA_(1 1 oh10) §Y SA_CHN o L10) BY
A3 1 K12 Y 6A_(3N 1 oh12) 6Y SA_L1S8 4 1 oll12) BY
Y=A Y=A Y=A
AlY AlY AlY
ol1 0| 1 p|o
110 i]o0 1]1
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* TRANSISTOR TIP122/TIP127

7

SGS-THOMSON
EEISR S ECTREN

TIP120i121/122
TIP12511261127

COMPLEMENTARY SILICON POWER
DARLINGTON TRANSISTORS

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM

1
|
|
|
|
|
|
|

Description :
Le TIP120, TIP121 et TIP122 sont des

transistors de Puissance Darlington
adapté soit a wune utilisation en
Amplificateur de Puissance soit & une
utilisation en Interrupteur.

Le modéle complémentaire sont les

- ReTyp =6KO R Typ =1500) TIP125, TIP126 et TIP127,
Symbole Parametre Valeur ! Unités
VCEOmax | Tension Collecteur-Emetteur (IB = 0)| 60 80 100 | V
IC max | Courantde Collecteur max 5 A
Pdmax Puissance dissipable max

' a Tamb =235°C 2 W
Vcesat Tension saturation Collecteur-Emetteur 2 v
Timax Température de Jonction max 150 G
Rtib [Résistance Thermique jonction-boitier 1,92 “CIwW

DISSIPATEUR :

IEELME

WA 400-—-8P

Matériel © Alu anodisé noir,

Resistance thermique : 28 °C/W

12

Bac ST G Electronique

Etude des systémes techniques industriels

Electronigue

Documeant annexe Page : CAN4/B




* CAPTEURS a Fourche ,

a Réflexion et Optocoupleur :

Capteur a Fourche

La Diode émet en direction
du Phototransistora travers
la fenétre.

Fenétre (Fourche)

Anode  Calhode Emetieur Colleciour
Diode Photo-transistor
Emettrice Récepleur

Application ; détection du
passage d'un obstacle a
I'intérieur de la fourche,

* Capteur Optique OPB704

Capteur a3 Réflexion

La Dicde nemet pas en
direction du Photetransistor.
Une surface reflechissante est
nécessaire

Surface
/ réfléchissante

—

Fenétre

Diode
Emettrice

Photo-transistor
Réceplour

Application ; détection de
la présence d'un objet
reflechissant (blanc) en
face de |a fanétre.

-
-

Optocoupleur

Il ny pas de
fenétre, la Diode
emet en direction
du Phototransistor,

Anodo

Cathode Emettour  Colleole
Diode Photo-transisto
Emettrice Réceptour

Application ©  Transmission

de donnees avec isolation.

SYMBOLE | PARAMETRES | MIN | MAX | UNITES | Conditions de Test
| Diode
Ve I Tension directe | | 1,7 | v | le=40mA
Transfert
CTR en % Taux de Transferten 1%
Courant Ic/lg !
Transistor i
Vcesat Tension de Saturation | 04 | v le=4mA
Collecteur-Emetteur | |
IEELME
Electronique
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* LM339: Quadruple Comparateurs a faible tension d’offset,

Le LM330 consisie en 4 comparateurs possédant une faible tension d'offset de 2mV au
maximum.

Caractéristiques Electriques :

Tensiocn d'alimentation max : soit 36V ou soit £18V.
Tension d'offset max= 2mVy.

Tension de saturation de |a sortie a I'etat « 0 » : 250mV a 4mA

Applications :
Vee Voo Veo
R tirage vers
R tirage vers la haut
le haut 10K
10K
— [>oo
o S
A V.,
o ula= =i,
v v, Jrom=oasv Wags Vgduon 325“'
Vrer 84 a1w=Vee R2 €500 V08
e
Comparateur a 1 seuil Inverseur Comparateur a 2 seuils Invarseur

& Trigger de Schmitt »

* DIODE ELECTRO-LUMINESCENTE : MV5054A1

Caractéristigues Electrigues/Optigues :

Intensité lumineuse min (Test [==20mA) ; Iy=1med
Tension de seuil Direct (Test [:=10mA) : V== 2,2V
Longueur d'onde (Test [=20mA) : Lp=660nm

Caracteristigues electrigues maximum :
Courant direct continu max . lrmax = 100mA

Tension inverse max | Vamax = 5V

IEELME
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74L5373 : Octuple Verrou, Sortie a 3 Etats.

OC|C1|D} Q
0 (1|11
0|1]0§0
0 | 0 |X§Q0
1| X |X) Z

X = Etat indifférant
Q0= Etat pracédent
= Etat Haute Impédance

74L5377 : Octuple Bascule D avec entree de validation.

G1{1C2|D}] Q
1] X | X]aQo
o T |1] 1
0| T |0
X| 0 |[X]QD

¥ = Etat indifférent
Qo= Etat pricédant

T front montant
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T4L.S139 : Double décodeurs-démuiltiplexeurs 2 vers 4,

|
Erntrées Sorties
Valid Select
G B A Y0 Y1 Y Y3
I 1 X x 1 1 1 1
1] 0 1] 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1
0 | 0 i i o 1
0 1 i i i 9 o
==

Lo
X = Etat indifférent

IEELME

Courants et tensions
circuit 7T4LS373 :
VOHmin= 2,4V
VOLmax= 0,5V
|OLmax= 24mA
IOHmax= - 2,6mA

Courants et tensions
circuit TALS377 :
VOHmin= 2,7V
VOLmax= 0,5V
|IOLmax=EmA
IOHmax= - 400pA
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MEMOIRES A SEMI-CONDUCTEUR : 2732 et 5517

2732 : NMOS 32K (4K x B ) UV PROM. (EPROM)

A7 1 AU vee
AE T2 23 hA8
AS T3 2 [jre
14 21 jan
A3 ME 2 N Gvpp
AZ[E  worm;a 19 pAN
a1 47 e
20 s 17 o7
(Rl 16 |05
Q1 (10 16 fos
FOIP24W (F) @;E l :: gg;
AL

Description ; La M2732A est une mémoire EPROM électriguement programmable et effacable
par UV d'une capacité de 32768 bits. Elle est organisée sous |a forme de 4086 mots de 8 bits. La
M2732A posséde une alimentation unigue de 5V et un temps d'accés de 200 ns, elle est idéale pour
les applications ol la rapidité est importante,

Broche E ou CE (Chip Enable) (N*18) : Permet la validation du circuit. (Active & ['élat Bas)

5517 : HIGH SPEED STATIC CMOS RAM

——
Ar[gt 24 Ve Description :
Asl2 23[1 Ag La 5517 est une mémoire de type RAM statique en
As[]a 221 Ag technologie HCMOS. Sa capacité est 2K Octets.
A4 2111 WE
Azs 20l OE Brochage :
’EE a 1oLl Aq CE(Chip Enable) : Validation du Circuit.
MOr 18] CE WE (Write Enable) : Validation d'Ecriture.
Ao 17{] VO, OE (Output Enable): Validation des sorties(Lecture)
o, e 18] /Og /O : Enirée ou Sortie (Ecriture ou Lecture)
o, O 10 1511 1/Og AD & A10 : Enirée d'adresses.
oz O 11 4[] /04 VCC et GND : Entrées d'alimentation.
GhD[ 12 12kl wos
IEELME
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